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Negli esercizi, ove necessario e salvo indicazioni contrarie, si consideri che i circuiti operino a temperatura ambiente e
che gli OP-AMP siano ideali.

1) Dato il circuito di figura, basato su un amp. op. in retroazione ed un transistor pnp, calcolare il valore della corrente di 
uscita IOUT (positiva se uscente) dell' amplificatore.
Dati: VDD = 10 V, VB = 2 V, R1 = 1.5 kΩ, R2 = 100  Ω,  = 25
 
[A] -270 A     [B]  -27 A  

[C]  -51 A   [D]  -204 A

[E] -1.3 mA   [F]   67 A

 

2)  Si  consideri  il  circuito  in  retroazione di  figura,  dove il  blocco diretto,  è  un amplificatore  operazionale  con f.d.t. 

Ad=Ad0 /1s /0 . Calcolare il valore di C affinchè il sistema abbia un margine di fase pari a 45°. Si utilizzi per i  

diagrammi di Bode l’approssimazione asintotica.

Dati:  R2 = 10 k,  R1 = 100 R2 ,  = 1rad/s, Ad0 = 100dB

[A]   100 nF [B]   1 nF 

[C]   2.5 nF [D]   100 F  

[E]    290 nF  [F]    10 pF

3) Calcolare il guadagno in bassa frequenza Av=vout/vi dell' amplificatore di figura.

Dati:  µncOX =  100  A/V2  , µpcOX =  40  A/V2  ,  (W/L)1=10,   (W/L)2=25,  (W/L)3=(W/L)4=100,  (W/L)5=(W/L)6=5,  
VTn=-VTp = 0.9V, I0=75A, R= 25 kVDD=3.3V, VB0=2V. 

[A]   55  [B]  21  

[C]  -20    [D]  1     

[E]  7  [F]   15 

4)  Si consideri il circuito di figura basato su un amp. op. in retroazione. L' amp. op. è caratterizzato da una f.d.t. ad 
anello aperto ad un solo polo (ω0),   frequenza di transizione a guadagno unitario fT e guadagno in continua Ad0 , 

Ad0 / 1s /0  . Calcolare il valore minimo ammissible per il parametro  k affichè il 

circuito risulti stabile.

Dati: Ad0 = 100dB, fT=1MHz.

[A]  0.1         [B]   10 [C]  100     

[D] 45         [E]   105                   [F] 1



5) Calcolare la corrente di collettore a riposo Ic0 per il transistor npn in figura.

Dati: =60, R1=60k,  R2=40kRB=5kRE=100 IO=10A, VDD=3 V

[A] 440A        [B]  26 A  

[C]  120 A    [D]  0 A    

[E]  850A [F]  2.5 mA     

6) Assumendo che tutti  i  transistor  del  circuito  di  figura  operino in  regione di  saturazione, calcolare  il  valore  del 
parametro  per M4 (M4) che corrisponde ad un guadagno di tensione in centro-banda |Av(f=fCB)|=|vo/vi | pari a 20dB.
Dati: I0=100A, (W/L)0 = 12.5, (W/L)1=2*(W/L)0 , (W/L)3=10*(W/L)2, µncOX = 100 A/V2,  M0=M1=M2=M3=0.

[A]  0.1 V-1      [B]    0.025 V-1

[C]   1 V-1  [D]    25 V-1 

[E]   0.5 V-1  [F]    1m V-1

7) Dato l' amplificatore di potenza (ad emettitore comune) operante in classe A, calcolare il valore di resistenza di carico 

RL corrispondente al massimo rendimento ( η ) teorico.  Si trascuri la corrente di base.

 Dati: IC0=0.2A, VDD = 12V 

[A]  14.5 Ω [B]   30 Ω

[C]  250 Ω    [D]   1 Ω  

[E]   60 Ω [F]   48 Ω   

8) Dato il circuito di figura, calcolare il valore di tensione a riposo Vo0.
Dati:  (W/L)0 = 0.5,  (W/L)1 = 1,  (W/L)2 = 10,  (W/L)3 = 15, VTn=0.4V, VTp= - 0.6V, µncOX = 100 A/V2 , µpcOX = 40 A/V2 , 
VDD=3 V.

[A]    1.5 V [B]   3 V  

   

[C]   0.9 V [D]   2.6V  

[E]  2.3V  [F]   1.8 V  


